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요약

  본 발명은 기판표면의 테이퍼 각도를 감소시켜 소자의 불량을 방지하고 화질을 개선할 수 있는 유기전계 발광표시소자에
관한 것이다.

  본 발명의 평판표시장치는 절연기판과; 상기 절연기판상에 형성되고, 상기 기판의 표면에 대하여 제1단차 및 제1테이퍼
각을 갖는 하부 박막과; 상기 절연기판상에 형성되고, 상기 하부막의 테이퍼각을 완화시켜 주기위한 상부 박막을 구비하
며, 상기 상부 박막은 상기 하부 박막의 제1테이퍼각보다 작은 제2테이퍼각을 갖는다

  상기 상부 박막은 습식코팅가능한 전하수송능력을 갖는 도전성 박막으로서, 카바졸계, 아릴아민계, 히드라존계, 스틸벤
계, 스타버스트계, 옥사디아졸계, 스타버스트계 유도체로부터 선택되는 저분자유기막과, PEDOT, PANI, 카바졸계, 아릴
아민계, 페릴렌계, 피롤계, 옥사디아졸계 유도체로부터 선택되는 고분자유기막으로부터 선택된다.

대표도

도 4

명세서

도면의 간단한 설명

  도 1a는 종래의 유기전계 발광표시장치의 단면도,

  도 1b는 도 1a에 도시된 유기전계 발광표시장치에 있어서, 하나의 화소의 발광영역의 단면구조를 도시한 도면,

  도 2는 종래의 화소분리막을 구비한 유기전계 발광표시장치의 단면도,

  도 3은 종래의 에지부분이 테이퍼진 패시베이션막을 구비한 유기전계 발광표시장치의 단면도,

  도 4는 본 발명의 테이퍼 완화막이 적용된 유기전계 발광표시장치의 단면도,

  도 5a는 테이퍼 완화막이 적용되지 않은 유기전계 발광표시장치에 있어서, 테이퍼 각도와 불량발생율을 보여주는 도면,
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  도 5b는 도 3의 유기전계 발광표시장치에 있어서, 테이퍼 완화막의 두께와 테이퍼각도와의 관계를 나타낸 도면

  도 6a는 본 발명의 제1실시예에 따른 배면발광형 액티브 매트릭스 유기전계 발광표시장치의 단면도,

  도 6b는 도 6a에 도시된 배면발광형 액티브 매트릭스 유기전계 발광표시장치에 있어서, 하나의 화소에 대한 발광영역의
단면구조도,

  도 6c는 도 6a에 도시된 배면발광형 액티브 매트릭스 유기전계 발광표시장치에 있어서, 하나의 화소에 대한 발광영역의
또 다른 단면구조도,

  도 7a는 도 6a의 유기전계 발광표시장치에 있어서, 테이퍼 완화막에 의해 테이퍼 각도가 감소된 것을 보여주는 도면,

  도 7b는 도 6a의 유기전계 발광표시장치에 있어서, 암점 불량이 발생되지 않은 화소를 보여주는 도면,

  도 7c는 종래의 배면발광형 유기전계 발광표시장치에 있어서, 테이퍼 완화막이 적용되지 않은 경우에 화소에 불량이 발
생된 것을 보여주는 도면,

  도 8은 본 발명의 제2실시예에 따른 화소분리층을 구비한 배면발광형 액티브 매트릭스 유기전계 발광표시장치의 단면
도,

  도 9a는 도 8의 유기전계 발광표시장치에 있어서, 테이퍼 완화막에 의해 테이퍼각도가 감소된 것을 보여주는 도면,

  도 9b는 도 8의 유기전계 발광표시장치에 있어서, 암점 불량이 발생되지 않은 화소를 보여주는 도면,

  도 9c는 종래의 화소분리막을 구비한 유기전계 발광표시장치에 있어서, 암점 불량이 발생된 화소를 보여주는 도면,

  도 10은 본 발명의 제3실시예에 따른 전면발광형 액티브 매트릭스 유기전계 발광표시소자의 단면구조도,

  도 11은 본 발명의 제4실시예에 따른 화소분리막을 구비한 전면발광용 액티브 매트릭스 유기전계 발광표시장치의 단면
구조도,

  도 12는 본 발명의 제5실시예에 따른 액티브 매트릭스 유기전계 발광표시장치의 단면구조도,

  * 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 *

  40, 400, 500, 600, 700, 800 : 절연기판

  410, 510, 610, 710, 810 : 반도체층

  411, 511, 611, 711, 811 : 소오스 영역

  415, 515, 615, 715, 815 : 드레인 영역

  420, 520, 620, 720, 820 : 게이트절연막

  425, 525, 625, 725, 825 : 게이트전극

  430, 530, 630, 730, 830 : 층간 절연막

  431, 531, 631, 731, 831 : 소오스 전극

  435, 535, 635, 735, 835 : 드레인 전극

  450, 550, 650, 750, 850 : 층간 절연막

  431, 435, 531, 535, 631, 635, 731, 735, 831, 835 : 콘택홀

  455, 555, 655, 755 : 비어홀, 475, 575, 675, 775, 875 : 개구부

  660, 760 : 평탄화막 470, 570, 670, 770, 870 : 애노드전극

  43, 480, 580, 680, 780, 880 : 테이퍼완화막
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  565, 765 : 화소분리막 485, 585, 686, 785, 885 : 유기 EL층

  490, 590, 690, 790, 890 : 캐소드전극

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

  본 발명은 평판표시장치에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 기판표면의 테이퍼각도를 완화시켜 소자의 불량 방지하고
화질을 개선할 수 있는 액티브 매트릭스 유기전계 발광표시장치에 관한 것이다.

  일반적으로, 액티브 매트릭스 유기전계 발광표시장치(AMOLED, active matrix organic light emitting diode)는 기판상
에 다수의 화소가 매트릭스형태로 배열되고, 각 화소는 애노드전극, 유기박막층 및 캐소드전극이 적층된 EL 소자와, 상기
EL 소자에 연결되어 상기 EL 소자를 구동하기 위한 액티브소자로서 TFT를 구비한다.

  도 1a는 종래의 배면발광형 유기전계 발광표시장치의 단면도를 도시한 것이다. 도 1a를 참조하면, 절연기판(100)상에 버
퍼층(105)이 형성되고, 버퍼층(105)상에 소오스/드레인 영역(111, 115)을 구비하는 반도체층(110)이 형성된다. 게이트
절연막(120)상에 게이트(125)가 형성되며, 층간 절연막(130)상에 콘택홀(131, 135)을 통해 소오스/드레인영역(111,
115)과 각각 연결되는 소오스/드레인 전극(141, 145)이 형성된다. 이로써, TFT 가 제조된다. 이때, 층간 절연막(130)상에
데이터라인 또는 전원공급라인 등과 같은 배선(147)이 형성된다.

  패시베이션막(150)상에 비어홀(155)을 통해 상기 소오스/드레인 전극(141, 145)중 드레인전극(145)에 연결되는 하부전
극인 애노드전극(170)이 형성되고, 기판상에 유기박막층(185) 및 상부전극인 캐소드전극(190)이 형성된다. 이로써, 유기
EL 소자를 제조한다.

  도 1b는 도 1a의 유기전계 발광표시장치에 있어서, R 화소의 발광영역에 한정하여 R EL 소자의 상세 단면구조를 도시한
것이다. 도 1b를 참조하여 EL 소자의 제조방법을 상세히 설명하면 다음과 같다. 비어홀(155)을 통해 박막 트랜지스터의
상기 드레인전극에 연결되는 애노드전극(170)을 형성한 다음, 세정공정을 진행한다. 이어서, 진공증착법을 이용하여 기판
상에 정공주입층(185a)으로 CuPc를 600Å의 두께로 형성하고, 정공수송층(185b)으로 NPB를 300Å의 두께로 정공주입
층(185a)상에 형성한다. 정공수송층(185b)상에 Alq+DCM을 200Å의 두께로 증착하여 적색(R) 발광층(185c)을 형성하
고, Alq3 을 적색 발광층(185c)상에 200Å의 두께로 형성하여 전자수송층(185d)를 형성하여 유기박막층(185)을 형성한
다. 마지막으로, 캐소드전극(190)으로 LiF/Al 을 저항가열법에 의해 증착한다. 도면에는 도시되지 않았으나, 상기 적색발
광층(185c)과 전자수송층(185d)사이에 정공억제층을 형성하거나 또는 전자수송층(185d)상에 전자주입층을 형성할 수도
있다.

  도 1b와 같이 애노드전극(170)상에 유기박막층(185) 및 캐소드전극(190)을 형성한 다음, 도면상에는 도시되지 않았으
나, 외부로부터 산소와 수분 등의 침투를 방지하기 위하여 절연기판(100)상에 실란트를 도포하여 봉지기판을 접착시켜 종
래의 유기전계 발광표시장치를 제조한다.

  상기한 바와 같은 구조를 갖는 종래의 유기전계 발광표시장치는 콘택홀(141, 145) 부근, 비어홀(155) 부근 및 애노드전
극(160)의 단차진 부분에서 핀홀불량이 발생되거나 또는 애노드전극과 캐소드전극의 단락불량이 발생하는 문제점이 있었
다. 또한, 콘택홀 및 비어홀부근과 애노드전극의 단차진 부분에서 유기발광층이 증착되지 않는 부분이 발생되거나 또는 균
일하게 증착되지 않아 다른 부분보다 얇게 증착된다. 그러므로, 애노드전극과 캐소드전극사이에 큰 전압이 인가되면, 유기
발광층이 증착되지 않은 부분 또는 얇게 증착된 부분에서 전류밀도가 집중되어 구형의 암점(dark spot)이 발생되었다. 따
라서, 암점의 발생에 따라 발광영역이 축소되어 화질이 저하되는 문제점이 있었다.

  한편, 기판전면에 증착되는 캐소드전극은 단차진 부분에서는 조밀하게 성막되지 않게 되므로, 캐소드전극의 조밀하게 성
막되지 않은 부분을 통해 외부로부터 산소 또는 수분가 용이하게 유입된다. 그러므로, 애노드전극과 캐소드전극간에 높은
전압이 인가되면, 조밀하게 성막되지 않은 부분에서 전류밀도가 집중되어 전자이동현상(electromigration)에 의해 캐소드
전극에 공극이 발생되며, 외부산소 유입에 의한 저항증가로 인하여 많은 열이 발생된다. 따라서, 상기 부분에서는 시간이
경과함에 따라 구형의 암점이 발생하게 되는 문제점이 있었다.

  이러한 단락 또는 암점과 같은 불량을 방지하기 위해서는 콘택홀 또는 비어홀이 낮은 테이퍼각을 갖도록 형성하는 것이
바람직하지만, 고해상도의 평판표시장치의 경우 디자인룰과 공정상의 어려움으로 콘택홀과 비어홀의 테이퍼각도를 감소
시키는 데에는 한계가 있었다.

  한편, 미국특허 5,684,365에는 애노드전극의 일부분을 노출시키는 개구부의 에지부분에서 패시베이션막의 테이퍼각도
를 제한하는 기술이 개시되었다. 도 2는 종래의 배면발광형 유기전계 발광표시장치의 단면도를 도시한 것이다. 도 2를 참
조하면, 절연기판(200)상에 버퍼층(205)이 형성되고, 버퍼층(205)상에 소오스/드레인 영역(211, 215)을 구비하는 반도체
층(210)이 형성된다. 게이트 절연막(220)상에 게이트(225)가 형성되며, 층간 절연막(230)상에 콘택홀(231, 235)을 통해
소오스/드레인영역(211, 215)과 각각 연결되는 소오스/드레인 전극(241, 245)이 형성된다. 이때, 층간 절연막(230)상에
드레인전극(245)에 연결되는 하부전극인 애노드전극(270)이 형성된다.

  실리콘 질화막과 같은 절연막으로 된 패시베이션막(250)을 0.5 내지 1.0㎛의 두께로 기판상에 증착한 다음, 패시베이션
막(250)을 식각하여 상기 애노드전극(270)의 일부분을 노출시키는 개구부(275)를 형성한다. 이때, 패시베이션막(250)은
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개구부(275)의 에지부분에서 애노드전극에 대하여 10 내지 30°의 테이퍼각을 갖도록 형성된다. 기판상에 유기박막층
(285) 및 상부전극인 캐소드전극(290)이 형성된다. 이때, 상기 유기박막층(285)은 도 1b에서와 같이 홀주입층, 홀수송층,
R, G, 또는 B 발광층, 홀장벽층, 전자수송층, 또는 전자주입층중 적어도 하나를 구비한다.

  또한, 미국특허 6,246,179에는 비어홀 및 콘택홀 부근 및 단차진 부분에서의 불량을 방지하기 위하여 평탄화기능을 갖는
유기절연층을 사용하는 기술이 개시되었다. 도 3은 종래의 전면발광구조를 갖는 유기전계 발광표시장치의 단면도를 도시
한 것이다. 도 3을 참조하면, 절연기판(300)상에 버퍼층(305)이 형성되고, 버퍼층(305)상에 소오스/드레인 영역(311,
315)을 구비하는 반도체층(310)이 형성된다. 게이트 절연막(320)상에 게이트(325)가 형성되며, 층간 절연막(330)상에 콘
택홀(331, 335)을 통해 상기 소오스/드레인영역(311, 315)에 각각 연결되는 소오스/드레인 전극(341, 345)이 형성된다.
이때, 층간 절연막(330)상에 소오스/드레인 전극(341, 345)이 형성될 때 데이터라인 또는 전원공급라인 등과 같은 배선
(347)이 동시에 형성된다.

  패시베이션막(350)상에 평탄화막(360)이 형성되고, 평탄화막(360)상에 비어홀(365)을 통해 상기 소오스/드레인 전극
(341, 345)중 하나, 예를 들어 드레인전극(345)에 연결되는 하부전극인 애노드전극(370)이 형성된다. 상기 애노드전극
(370)의 일부분을 노출시키는 개구부(375)를 구비한 화소분리막(380)이 형성되고, 애노드전극(370)과 화소분리막(380)
상에 유기박막층(385) 및 상부전극인 캐소드전극(390)이 형성된다. 상기 유기박막층(385)은 도 1b에 도시된 바와같이 홀
주입층, 홀수송층, R, G, 또는 B 발광층, 홀장벽층, 전자수송층, 및 전자주입층중 적어도 하나를 구비한다.

  상기한 종래의 유기전계 발광표시장치에서와 같이, 개구부내에서 애노드전극과 접하고 있는 패시베이션막의 테이퍼각을
10 내지 30°도 제한하거나, 화소분리막의 테이퍼각을 20 내지 80°로 제한하여 유기발광층의 불량을 방지하였다. 또한, 평
탄화막을 사용하여 기판표면의 단차문제를 해결하여 유기발광층의 불량을 방지하였다.

  그러나, 고해상도의 유기전계 발광표시장치에서는, 디자인 룰과 공정상의 어려움으로 인하여 패시베이션막이나 화소분
리막의 테이퍼각을 감소시키는 데에 한계가 있었다. 또한, 화소분리막과 애노드전극사이의 테이퍼각에 따라 소자의 신뢰
성이 달라지게 되는데, 테이퍼각도가 높은 경우에는 개구부의 에지부분에서 유기발광층과 캐소드전극이 쉽게 열화되고,
테이퍼각도가 낮은 경우에는, 배선에 의한 단차문제와 기생캐패시터 문제로 화소분리막의 두께와 테이퍼각도를 감소시키
는데 한계가 있었다.

  게다가, 기판전면에 증착되는 캐소드전극이 콘택홀 부근, 비어홀 부근 및 단차진 부분에서 조밀하게 성막되지 않으므로,
상기에서 설명한 바와같이 암점이 발생되거나, 또는 콘택홀 부근, 비어홀부근 및 단차진 부분에서의 핀홀 또는 단락불량이
발생하는 문제점이 있었다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

  본 발명의 목적은 콘택홀부분과 비어홀부분에서의 핀홀불량 및 단락 불량을 방지할 수 있는 유기전계 발광표시장치를 제
공하는 데 있다.

  본 발명의 다른 목적은 유기 EL층의 패턴불량을 방지하여 화질을 개선할 수 있는 유기전계 발광표시장치를 제공하는 데
있다.

  본 발명의 또 다른 목적은 조밀한 캐소드전극을 형성하여 산소 또는 수분의 유입을 방지할 수 있는 유기전계 발광표시장
치를 제공하는 데 있다.

  본 발명의 또 다른 목적은 화소의 발광영역에서 암점의 발생을 방지할 수 있는 유기전계 발광표시장치를 제공하는 데 있
다.

발명의 구성 및 작용

  이와 같은 본 발명의 목적을 달성하기 위하여 본 발명은 절연기판과; 상기 절연기판상에 형성되고, 상기 기판의 표면에
대하여 제1단차 및 제1테이퍼각을 갖는 하부 박막과; 상기 절연기판상에 형성되고, 상기 하부막의 테이퍼각을 완화시켜
주기위한 상부 박막을 구비하며, 상기 상부 박막은 상기 하부 박막의 제1테이퍼각보다 작은 제2테이퍼각을 갖는 평판표시
장치를 제공한다.

  상기 상부박막은 단차진 부분에서 그이외부분보다 얇게 증착되어 기판표면의 단차를 완화시켜 주며, 상기 제2테이퍼각
은 60°이하이고, 상기 제2테이퍼각은 40°이하이다. 상기 상부 박막은 습식코팅가능한 전하수송능력을 갖는 도전성 유기
박막으로서, 저분자 유기막은 카바졸계, 아릴아민계, 히드라존계, 스틸벤계, 스타버스트계, 옥사디아졸계, 스타버스트계
유도체로부터 선택되고, 고분자 유기막은 PEDOT, PANI, 카바졸계, 아릴아민계, 페릴렌계, 피롤계, 옥사디아졸계 유도체
로부터 선택된다.

  상기 평판표시장치는 소오스/드레인 영역 및 소오스/드레인 전극 및 상기 소오스/드레인전극을 상기 소오스/드레인영역
과 연결시켜 주기위한 콘택홀을 갖는 절연막을 구비하는 박막 트랜지스터를 더 포함하며, 상기 하부 박막은 상기 박막 트
랜지스터의 절연막이고, 상기 홀은 상기 소오스/드레인 전극과 상기 소오스/드레인영역을 연결시켜 주기위한 상기 콘택홀
이다.

  또한, 상기 평판표시장치는 적어도 소오스/드레인전극을 구비하는 박막 트랜지스터와; 상기 소오스/드레인 전극중 하나
를 노출시키는 비어홀과; 상기 비어홀을 통해 상기 노출된 하나의 전극에 연결되는 화소전극을 더 포함하며, 상기 하부박
막은 상기 절연막이고, 상기 홀은 상기 노출된 하나의 전극과 화소전극을 연결시켜 주기위한 상기 비어홀이다.
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  상기 평판표시장치는 하부전극, 상기 하부전극의 일부분을 노출시키는 화소분리막, 유기박막층 및 상부전극을 더 포함하
며, 상기 하부박막은 화소분리막이고, 상기 개구부는 상기 하부전극의 일부분을 노출시켜주는 개구부이다. 상기 유기박막
층은 정공주입층, 정공수송층, 발광층, 정공억제층, 전자수송층, 전자주입층으로부터 선택되는 적어도 하나의 박막층을 구
비하며, 상기 상부박막은 상기 하부전극과 발광층사이에 형성되며, 상기 발광층은 레이저열전사법에 의해 형성된 유기박
막층, 잉크젯방식에 의해 형성된 유기박막층 및 증착법에 의해 형성된 유기박막층으로부터 선택된다.

  상기 하부전극은 투명전극이고 상기 상부전극은 반사전극이면 상기 발광층으로부터 발광된 광이 상기 절연기판방향으로
방출되고, 상기 하부전극은 반사전극이고 상기 상부전극은 투명전극이면 발광층으로부터 발광된 광이 상기 절연기판과 반
대방향으로 방출되며, 상기 하부전극과 상부전극은 모두 투명전극이면 발광층으로부터 발광된 광이 상기 절연기판방향으
로 방출됨과 동시에 절연기판과 반대방향으로 방출된다.

  상기 하부전극이 애노드전극인 경우 상기 상부박막은 정공수송능력을 갖으며, HOMO는 4.5eV이상이고, 전하이동도는
10-8 ㎠/Vs 이상인 유기박막이며, 상기 하부전극이 캐소드전극인 경우 상기 상부박막은 전자수송능력을 갖으며, LUMO는
3.5eV이상이고, 전하이동도는 10-8 ㎠/Vs 이상인 유기박막이다.

  또한, 본 발명은 적어도 소오스/드레인 전극을 구비하는 박막 트랜지스터를 포함하는 절연기판과; 상기 절연기판상에 형
성되고, 상기 소오스/드레인 전극중 하나를 노출시키는 비어홀을 구비한 절연막과; 상기 절연막상에 형성되어 상기 비어홀
을 통해 상기 노출된 하나의 전극에 연결되는, 하부전극, 유기박막층 및 상부전극을 구비하는 유기 EL소자와; 상기 하부전
극상부에 형성된 테이퍼완화막을 포함하며, 상기 비어홀에서의 상기 테이퍼완화막의 테이퍼각은 상기 비어홀의 테이퍼각
보다 작은 제1테이퍼각을 갖으며, 상기 하부전극의 에지부분에서의 상기 테이퍼완화막은 상기 하부전극의 에지부분의 테
이퍼각보다 작은 제2테이퍼각을 갖는 평판표시장치를 제공한다.

  또한, 본 발명은 적어도 소오스/드레인 전극을 구비하는 박막 트랜지스터를 포함하는 절연기판과; 상기 절연기판상에 형
성되고, 상기 소오스/드레인 전극중 하나를 노출시키는 비어홀을 구비한 제1절연막과; 상기 제1절연막상에 형성되고, 상
기 비어홀을 통해 상기 노출된 하나의 전극에 연결되는 하부전극과; 상기 하부전극의 일부분을 노출시키는 개구부를 구비
한 제2절연막과; 상기 제2절연막과 개구부상에 형성된 유기박막층과; 상기 유기박막층상에 형성된 상부전극과; 상기 하부
전극상부에 형성된 테이퍼완화막을 포함하며, 상기 테이퍼완화막은 상기 개구부에서의 제2절연막의 테이퍼각보다 작은
테이퍼각을 갖는 평판표시장치를 제공한다.

  또한, 본 발명은 소오스/드레인영역을 구비한 반도체층, 상기 소오스/드레인영역의 일부분을 노출시키는 콘택홀을 구비
한 제1절연막, 상기 콘택홀을 통해 상기 소오스/드레인영역에 연결되는 소오스/드레인전극을 구비하는 박막 트랜지스터를
포함하는 절연기판과; 상기 절연기판상에 형성되고, 상기 소오스/드레인 전극중 하나를 노출시키는 비어홀을 구비한 제2
절연막과; 상기 제2절연막상에 형성되어 상기 비어홀을 통해 상기 박막 트랜지스터의 하나의 전극에 연결되는, 하부전극,
유기박막층 및 상부전극을 구비하는 EL소자와; 상기 하부전극상부에 형성된 테이퍼완화막을 포함하며, 상기 콘택홀에서
의 상기 테이퍼완화막의 테이퍼각은 콘택홀의 테이퍼각보다 작은 제1테이퍼각을 갖으며, 상기 비어홀에서의 상기 테이퍼
완화막의 테이퍼각은 비어홀의 테이퍼각보다 작은 제2테이퍼각을 갖으며, 상기 하부전극의 에지부분에서의 상기 테이퍼
완화막의 테이퍼각은 상기 하부전극의 에지부분의 테이퍼각보다 작은 제3테이퍼각을 갖는 평판표시장치를 제공한다.

  또한, 본 발명은 소오스/드레인영역을 구비한 반도체층, 상기 소오스/드레인영역의 일부분을 노출시키는 콘택홀을 구비
한 제1절연막, 상기 콘택홀을 통해 상기 소오스/드레인영역에 연결되는 소오스/드레인전극을 구비하는 박막 트랜지스터를
포함하는 절연기판과; 상기 절연기판상에 형성되어 상기 소오스/드레인전극중 하나를 노출시키는 비어홀을 구비한 제2절
연막과; 제2절연막상에 형성되고, 상기 소오스/드레인 전극중 노출된 하나의 전극에 연결되는 하부전극과; 상기 하부전극
의 일부분을 노출시키는 개구부를 구비한 제3절연막과; 상기 제3절연막과 개구부상에 형성된 유기박막층과; 상기 유기박
막층상에 형성된 상부전극과; 상기 하부전극상부에 형성된 테이퍼완화막을 포함하며, 상기 개구부에서의 상기 테이퍼완화
막의 테이퍼각은 상기 개구부의 테이퍼각보다 작은 평판표시장치를 제공한다.

  또한, 본 발명은 소오스/드레인영역을 구비한 반도체층, 상기 소오스/드레인영역의 일부분을 노출시키는 콘택홀을 구비
한 제1절연막, 상기 콘택홀을 통해 상기 소오스/드레인영역에 연결되는 소오스/드레인전극을 구비하는 박막 트랜지스터를
포함하는 절연기판과; 상기 소오스/드레인 전극과 동일하게 제1절연막상에 형성되고, 상기 소오스/드레인전극중 하나에
연결되는 하부전극과; 상기 하부전극의 일부분을 노출시키는 개구부를 구비하는 제2절연막과; 상기 제2절연막과 개구부
상에 형성된 유기박막층과; 상기 유기박막층상에 형성된 상부전극과; 상기 하부전극상부에 형성된 테이퍼완화막을 포함하
며, 상기 콘택홀에서의 상기 테이퍼완화막의 테이퍼각은 콘택홀의 테이퍼각보다 작은 제1테이퍼각을 갖으며, 상기 개구부
에서의 상기 테이퍼완화막은 상기 개구부의 테이퍼각보다 작은 제2테이퍼각을 갖는 평판표시장치를 제공한다.

  또한, 본 발명은 절연기판과; 상기 절연기판상에 형성되고, 상기 기판의 표면에 대하여 제1단차 및 제1테이퍼각을 갖는
하부 박막과; 상기 절연기판상에 형성되고, 상기 기판의 표면에 대하여 제2테이퍼각을 갖는 상기 하부박막의 제1테이퍼각
을 완화시켜 주기위한 상부박막을 포함하며, 상기 하부박막의 제1테이퍼각보다 작은 원하는 제2테이퍼각을 얻기 위한 상
기 상부박막의 증착두께중 상기 하부박막의 단차진 부분에 형성되는 부분의 증착두께 d1 과 그이외 부분에 형성되는 부분
의 증착두께 d2 및 상기 상부박막의 테이퍼각 θ2 는 하기의 식으로부터 구해지는 평판표시장치를 제공한다.

  tanθ2 = (1 - d2/(d1-d0)) tanθ1

  d1 = (d1-d0) (1 - tanθ2/tanθ1)

  d2 = d1 (1 - tanθ2/tanθ1)

  여기서, θ1 은 하부박막의 제1테이퍼각이고, d1은 상부박막의 제2테이퍼각이 0°가 될 때의 상부박막의 증착두께이다.
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  이하, 본 발명의 실시예를 첨부 도면을 참조하여 설명하면 다음과 같다.

  도 4는 본 발명의 테이퍼 완화막의 적용에 의해 테이퍼각도가 완화된 유기전계 발광표시장치의 단면구조를 도시한 것이
다. 도 4를 참조하면, 절연기판(40)은 상기 절연기판(40)의 일부분을 노출시키는 개구부(42)를 구비한 하부막(41)을 구비
한다. 상기 하부막(41)은 개구부(42)의 에지부분에서 기판의 상면에 대하여 소정의 테이퍼각(θ1)을 갖는다. 또한, 하부막
(41)은 기판의 상면에 대하여 소정의 단차(d0)를 갖는다.

  개구부(42) 및 하부막(41)상에 테이퍼각(θ2)을 갖는 테이퍼 완화막(43)이 형성된다. 이때, 테이퍼완화막(43)은 테이퍼
완화막이 증착될 기판표면의 단차에 따라 그의 증착두께가 다르다. 즉, 기판표면의 단차가 높은 부분에 증착되는 테이퍼완
화막이 기판표면의 단차가 낮은 부분에 증착되는 테이퍼완화막보다 얇게 증착된다. 따라서, 테이퍼완화막(43)은 단차 d0
를 갖는 하부막상에는 d2의 두께로 증착되고, 기판을 노출시키는 개구부(42)상에서는 d0보다는 두껍게 d3의 두께로 증착
된다. 또한, 테이퍼완화막(43)이 기판표면의 단차에 따라 증착두께가 달라지게 되므로, 테이퍼완화막(43)은 그의 하부에
형성된 하부막(41)보다 테이퍼각이 감소된다. 따라서, 테이퍼완화막(43)은 하부막(41)의 데이터각(θ1)보다 작은 테이퍼
각(θ2)을 갖는다.

  본 발명의 유기전계 발광표시장치에 있어서, 상기 하부막(41)을 층간 절연막 및 게이트 절연막과 같은 절연막이라 한다
면, 상기 개구부(42)는 소오스/드레인 영역의 일부분을 노출시키는 콘택홀로 작용한다. 따라서, 콘택홀의 테이퍼각은 θ1
이 되고, 콘택홀에 의해 기판표면에 대하여 상기 절연막에 형성된 단차는 d0가 된다.

  상기 하부막(41)을 패시베이션막이라 한다면, 상기 개구부(42)는 소오스/드레인 전극의 일부분을 노출시키는 비어홀로
작용한다. 따라서, 비어홀의 테이퍼각은 θ1이 되고, 비어홀에 의해 기판표면에 대하여 패시베이션막에 형성된 단차는 d0
가 된다. 한편, 상기 하부막(41)을 화소분리막이라 한다면, 상기 개구부(42)는 화소전극의 일부분을 노출시키는 개구부로
작용한다. 따라서, 개구부의 에지부분에서 화소분리막의 테이퍼각은 θ1이 되고, 개구부에 의해 기판표면에 대하여 화소분
리막에 형성된 단차는 d0가 된다.

  상기 테이퍼 완화막(43)은 콘택홀, 비어홀 또는 화소전극의 개구부내에 형성되는 경우, 테이퍼완화막(43)의 상, 하부에
도전막이 형성되므로 테이퍼 완화막(43)은 도전성물질로 이루어지는 것이 바람직하다. 바람직하게는 테이퍼완화막(43)은
습식코팅이 가능한 전하수송능력을 갖는 유기막을 사용한다. 테이퍼완화막(43)은 고분자 유기막과 저분자 유기막중 선택
되는 적어도 하나의 유기막으로 이루어진다. 테이퍼완화막(43)을 위한 저분자 유기막은 카바졸계, 아릴아민계, 히드라존
계, 스틸벤계, 스타버스트계, 옥사디아졸계, 스타버스트계 유도체로부터 선택되고, 고분자 유기막은 PEDOT, PANI, 카바
졸계, 아릴아민계, 페릴렌계, 피롤계, 옥사디아졸계 유도체로부터 선택된다.

  상기한 바와같은 구조를 갖는 유기전계 발광표시장치에 있어서, 테이퍼 완화막에 의해 테이퍼각이 완화되는 원리를 설명
하면 다음과 같다.

  상기 하부막(41)은 콘택홀, 비어홀 또는 화소분리막의 개구영역 등과 같은 개구부(42)를 갖으며, 기판표면에 대하여 θ1
의 테이퍼각과 d0의 단차를 갖으며, tanθ1의 선형 기울기를 갖는다고 가정한다. 상기 테이퍼완화막(43)은 하부막(41)상
에서는 d2의 두께로 형성되고 개구부(42)에서는 d3의 두께로 형성되며, 기판표면에 대하여 θ2의 테이퍼각을 갖으며,
tanθ2의 선형기울기를 갖는다고 가정한다. 또한, 기판표면을 평탄화하는데 필요한 테이퍼완화막의 최소두께, 즉 기판표면
에 대해 테이퍼완화막(43)의 테이퍼각도(θ2)가 0°로 되기 위하여 필요한 테이퍼완화막(43)의 최소두께를 d1이라 가정한
다.

  따라서, 테이퍼완화막(43)에 의해 평탄화된 테이퍼각도는 개구부(42)에서의 테이퍼완화막(43)의 테이퍼각인 θ2가 되고,
평탄화되기 전의 테이퍼각도는 개구부(42)에서의 하부막(41)의 테이퍼각인 θ1이 된다. 상기 하부막(41)의 테이퍼각(θ1)
에 의해 형성되는 tanθ1의 기울기를 갖는 직선을 L1이라 하고, 테이퍼완화막(43)의 테이퍼각(θ2)에 의해 형성되는 tanθ2
의 기울기를 갖는 직선을 L2라 하면, L1과 L2는 하기의 식(1)과 같이 표현된다. 이때, 기판표면과 직선 L1이 만나는 점 즉,
개구부(42)의 에지부분을 원점(O)이라 하고, 기판의 길이방향을 x 축방향이라 하며 기판의 높이방향을 y 축방향이라 한
다.

  L1 : y1=tanθ1x

  L2 : y2=tanθ2+d3 ..... (1)

  직선 L1은 x 축방향의 위치 x0에서 d0를 지나고, L2는 x 축방향의 위치 x0에서 d0+d2를 지난다. 또한, 직선 L1과 L2
는 x 축방향의 위치 x1에서 모두 d1을 지난다.

  그러므로, 함수 y1과 y2에 상기 x 축방향과 y 축방향의 값을 식(1)에 대입하면 하기의 식과 같이 된다.

  L1 : d0 = tanθ1x0

  L2 : d0 +d2 = tanθ2x0 + d3

  그러므로, d0 +d2는 하기의 식(2)으로 표현된다.

  d0 + d2 = (tanθ2/tanθ1)d0 + d3 ..... (2)
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  로 된다. 또한,

  L1 : d1 = tanθ1x1

  L2 : d1 = tanθ2x1 + d3

  그러므로, d1는 하기의 식(3)으로 표현된다.

  d1 = (tanθ2/tanθ1)d1 + d3 ..... (3)

  상기의 식(2)와 (3)으로부터 테이퍼완화막(43)의 테이퍼각(θ2)에 대한 관계식이 하기의 식(4)과 같이 얻어지고, 하부막
(41)상에 증착되는 테이퍼완화막(43)의 두께(d2)와 개구부(42)에 증착되는 테이퍼완화막(43)의 두께(d3)은 하기의 식(5)
및 (6)과 같이 얻어진다. 이때, 테이퍼 완화막(43)중 하부막(41)상에 형성된 부분의 두께 d2는, 하부막(41)의 표면으로부
터 기판표면이 평탄화되었을 때까지의 두께 즉 d1-d0 까지 선형적으로 증가한다고 가정하고, 테이퍼완화막(43)중 개구부
(42)내에 형성된 부분의 두께 d3가 개구부(42)내의 기판표면으로부터 평탄화되었을 때까지의 두께 d1 까지 선형적으로
증가한다고 가정한다. 기판표면을 평탄화시키는 데 필요한 테이퍼완화막(43)의 최소두께 d1 은 테이퍼완화막으로 사용되
는 유기막의 평탄화능력에 따라 결정되는 값으로서, 용액의 점도와 휘발도, 코텅공정의 변수 등에 따라 달라지는 값으로
서, 실험적으로 구해진다.

  tanθ2= (1-d2/(d1-d0)) tanθ1 ..... (4)

  d2= (d1-d0) (1-tanθ2/tanθ1) = (d1-d0) (1-α) ..... (5)

  d3= d1(1-tanθ2/tanθ1) = d1(1-α) ..... (6)

  여기서, α는 기판상에 하부막만 형성되어 있는 경우의 기판표면의 평탄화정도에 대한 기판상에 테이퍼완화막이 형성되
어 있는 경우의 기판표면의 평탄화정도에 대한 비를 나타내는 것으로서, 상대평탄화도라 정의되며, α = tanθ2/tanθ1 로
표현된다.

  예를 들어, 상기 하부막(41)이 개구부(42)로서 비어홀을 구비한 절연막이고, 그의 두께(d0)가 6000Å 이며, 비어홀에서
의 테이퍼각도(θ1)가 75° 인 경우, 상기 비어홀을 완전히 평탄화하는데 필요한 테이퍼완화막(43)의 최소두께(d1)가
8000Å임을 실험적으로 알았다고 가정하면, 테이퍼완화막(43)이 하부막(41)상에서 1000Å의 두께(d2)를 갖도록 증착될
때, 테이퍼완화막(43)에 의해 기판표면이 평탄화되는 각도(θ2)와 비어홀에서의 테이퍼완화막(43)의 두께(d3)는 상기 식
(4)과 (6)으로부터 다음과 같이 계산된다.

  tanθ2 = (1 - 1000/2000) tan75

  = 0.5*3.73 = 1.87 가 된다.

  비어홀에서의 테이퍼완화막(43)의 테이퍼각도(θ2)는

  θ2 = tan-1 (1.87) = 62° 가 된다.

  또한, 비어홀에서의 테이퍼완화막(43)의 두께(d3)는

  d3 = d1(1-tanθ2/tanθ1) = d1*d2/(d1-d0)

  = 8000 * 1000/2000 = 4000 가 된다.

  그러므로, 비어홀의 테이퍼각도가 75°이고, 하부막(41)상에 형성되는 테이퍼 완화막(43)의 두께가 1000Å일 때, 비어홀
내에 형성되는 테이퍼완화막(43)의 두께(d3)는 4000Å 가 된다.

  한편, 테이퍼완화막(43)에 의해 평탄화되는 각도 즉, 비어홀내에서 테이퍼완화막(43)의 테이퍼각(θ2)이 40° 이하로 되
도록 테이퍼완화막(43)을 증착하고자 하는 경우, 하부막(41)상에 형성된 테이퍼완화막의 두께 d2 와 비어홀내에 형성되는
테이퍼완화막의 두께 d3 은 상기 식(5)와 (6)으로부터 다음과 같이 구해진다.

  d2 = 2000 (1 - tan40/tan75)

  = 2000 (1-0.23) = 1540 가 된다.

  d3 = 8000 (1 - tan40/tan75)

  = 8000 (1-0.23) = 6160 가 된다.
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  즉, 비어홀에서의 테이터완화막(43)이 40°의 테이퍼각(θ2)을 갖도록 형성되는 경우, 테이퍼완화막(43)이 하부막(41)상
에서는 1540Å의 두께로 형성되고, 비어홀내에서는 6160Å두께로 형성됨을 산술적으로 구할 수 있다.

  도 5a는 비어홀 또는 콘택홀의 테이퍼각도에 따른 결함 개수를 나타낸 것이다. 도 5a를 참조하면, 비어홀 또는 콘택홀의
테이퍼각도가 감소할수록 소자의 결함이 감소하는데, 콘택홀 또는 비어홀의 테이퍼각도가 60°이하로 될 때부터 초기불량
이 현저히 감소하여 신뢰성있는 소자의 제작이 가능함을 알 수 있다. 여기서, 초기불량이라 함은 유기전계 발광표시장치의
구동전에 발생된 다크픽셀(dark pixel)과 같은 불량을 의미한다. 이때, 비어홀 또는 콘택홀의 테이퍼각도(θ2)가 60°도인
경우 테이퍼 완화막(43)은 상기의 식(5)와 (6)으로부터 하부막(41)상에 형성되는 부분의 두께(d2)는 1000Å이 되고, 개구
부내에 형성되는 부분의 두께(d3)는 4000Å가 된다.

  도 5b는 기판상에 형성된 하부막(41)이 소정의 테이퍼각(θ1)과 단차(d1)를 갖는 경우, 개구부내에 형성되는 테이퍼완화
막의 두께(d3)와 테이퍼완화막의 테이퍼각(θ2)과의 관계를 나타낸 그래프이다. 도 5b를 참조하면, 하부막(41)이 75°의
테이퍼각을 갖고 6000Å의 두께(d1)로 형성되고, 기판표면이 평탄화되기 위하여 테이퍼완화막(43)이 최소한 8000Å의
두께(d1)로 형성되는 때, 화소분리막이 없는 경우 콘택홀 또는 비어홀의 테이퍼각도(θ2)가 60°이하인 경우, 화소분리막이
있는 경우에는 개구부의 테이퍼각도(θ2)가 40°이하가 되어야한 신뢰성있는 소자의 제작이 가능하다.

  한편, 평탄화특성을 갖는 유기막인 테이퍼완화막의 테이퍼각도를 감소시킴과 동시에 테이퍼완화막의 사용에 따른 발광
특성의 저하를 방지하기 위해서는, 하부막(41)상에 테이퍼완화막(43)이 1000 - 2000Å 의 두께(d2)로 형성될 때 구동전
압의 커다란 상승이 없어야 한다. 따라서, 본 발명에서 사용되는 테이퍼완화막은 평탄화특성, 정공 또는 전자를 수송하는
전하수송능력과 적당한 HOMO(최고 점유 분자 오비탈; highest occupied molecular orbital)과 LUMO(최저 비점유 분자
오비탈; lowest unfilled molecular orbital) 값을 구비하여, 테이퍼완화막의 증착두께의 증가에 따른 소자의 구동전압을
상승시키지 않는 것이 바람직하다.

  따라서, 통상적으로 애노드전극상부와 발광층하부에 테이퍼완화막이 형성되는 배면발광 또는 전면발광구조의 유기전계
발광표시장치의 경우, 상기 테이퍼완화막은 정공수송능력을 갖으며, HOMO는 4.5eV이상, 전하이동도는 10-8 ㎠/Vs 이상
인 유기막을 사용하는 것이 바람직하다. 한편, 캐소드전극상부와 발광층하부에 테이퍼완화막이 형성되는 인버티드 구조의
유기전계 발광표시장치의 경우, 상기 테이퍼완화막은 전자수송능력을 갖으며, LUMO 는 3.5eV이하, 전하이동도는 10-8

㎠/Vs 이상인 유기막을 사용하는 것이 바람직하다.

  도 4a에서, 테이퍼 완화막을 개구부를 구비하는 절연막에 적용하여 테이퍼각을 완화시키는 것을 설명하였으나, 증착막의
단차진 부분에서도 테이퍼 완화막에 의해 테이퍼각이 완화되어 소자의 불량을 방지할 수도 있다.

  도 6a는 본 발명의 제1실시예에 따른 테이퍼완화막을 구비한 배면발광구조의 유기전계 발광표시장치의 단면도를 도시한
것이다. 도 6a를 참조하면, 절연기판(400)상에 버퍼층(405)이 형성되고, 버퍼층(405)상에 소오스/드레인 영역(411, 415)
을 구비하는 반도체층(410)이 형성된다. 게이트 절연막(420)상에 게이트(425)가 형성되며, 층간 절연막(430)상에 콘택홀
(431, 435)을 통해 상기 소오스/드레인영역(411, 415)에 형성되는 소오스/드레인 전극(441, 445)이 형성된다. 층간 절연
막(430)상에 소오스/드레인 전극(441, 445)이 형성될 때 데이터라인 또는 전원공급라인등과 같은 배선(447)이 동시에 형
성된다. 상기 콘택홀(631, 635)은 75°의 테이퍼각과 5000Å의 깊이를 갖도록 형성된다.

  패시베이션막(450)상에 비어홀(455)을 통해 상기 소오스/드레인 전극(441, 445)중 하나, 예를 들어 드레인전극(445)에
연결되는 하부전극인 애노드전극(470)이 형성된다. 이때, 비어홀(455)은 85°의 테이퍼각도와 5000Å의 깊이를 갖으며,
애노드전극(470)은 1000Å의 두께로 형성된다. 애노드전극(470)을 형성한 다음, 세정공정을 수행한다. 이어서, 기판상에
테이퍼 완화막(480), 유기박막층(485) 및 캐소드전극(490)을 순차 형성한다.

  도 6b은 본 발명의 제1실시예에 따른 유기전계 발광표시장치에 있어서, R 화소의 발광영역에 한정된 단면구조의 일예를
도시한 것이다. 도 6b를 참조하면, 애노드전극(470)상에 테이퍼완화막(480)이 형성되고, 테이퍼완화막(480)상부에 발광
층(485c)이 형성되는 구조를 갖는다.

  구체적으로 말하면, 애노드 전극(470)상에 스핀코팅법으로 전공수송능력을 갖는 고분자 유기막, 예를 들어 PEDOT을
1000Å의 두께로 형성하고, 200℃에서 5분동안 핫플레이트를 이용하여 어닐링공정을 수행하여 테이퍼 완화막(480)을 형
성한다. 이때, 테이퍼완화막(480)의 증착두께는 테이퍼완화막의 테이퍼각과, 그하부의 콘택홀 및 비어홀의 깊이 및 테이
퍼각도 그리고 화소전극의 두께 및 화소전극의 에지에서의 테이퍼각에 따라 결정된다.

  다음, 진공증착법을 이용하여 테이퍼 완화막(480)상에 정공주입층(485a)으로 CuPc를 600Å의 두께로, 정공수송층
(485b)으로 NPB를 300Å의 두께로 순차 형성한다. 정공수송층(485b)상에 적색발광층(485c)으로 Alq+DCM을 200Å의
두께로 증착하고, 전자수송층(485d)으로 Alq3 을(485d)상에 200Å의 두께로 증착하여 유기박막층(485)을 형성한다. 본
발명의 실시예에서, 상기 유기박막층(485c)과 전자수송층(485d)사이에 정공억제층과 전저수송층(485d)상에 전자주입층
을 형성할 수도 있다. 마지막으로, 캐소드전극(490)으로 LiF/Al 을 저항가열법에 의해 증착한다.

  도 6b에 도시된 바와같이, 유기박막층(485) 및 캐소드전극(490)을 형성한 다음, 도면상에는 도시되지 않았으나, 외부로
부터 산소와 수분 등의 침투를 방지하기 위하여 절연기판(400)상에 실란트를 도포하여 봉지기판을 접착시켜 본 발명의 제
1실시예에 따른 유기전계 발광표시장치를 제조한다.

  도 6c는 본 발명의 제1실시예에 따른 유기전계 발광표시장치에 있어서, R 화소의 발광영역에 한정된 단면구조의 다른 예
를 도시한 것이다. 도 6c를 참조하면, 테이퍼완화막(480)이 유기박막층(485)의 정공수송층(485b)와 발광층(485c)사이에
형성된다.
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  구체적으로 말하면, 절연기판(400)의 애노드전극(470)이 형성되고, 애노드전극(470)상에 유기박막층(485)중 정공주입
층(485a) 및 정공수송층(485b)이 순차 형성된다. 정공수송층(485b)상에 테이퍼완화막(480)이 형성되고, 그위에 유기발
광층(485)으로 R 발광층(485c)과 전자수송층(485d)이 순차 형성되며, 전자수송층(485d)상에 캐소드전극(490)이 형성된
다.

  테이퍼완화막(480)이 도 6b 및 도 6c에 도시된 바와같이, 애노드전극(470) 바로 상부 그리고 발광층(485c) 바로 하부에
형성될 수 있을 뿐만 아니라 상기 테이퍼완화막(480)은 애노드전극(470)과 유기박막층(485)의 발광층(485c)사이에만 형
성하면 된다. 또한, 유기박막층(485)은 정공주입층, 정공수송층, 발광층, 정공억제층, 전자수송층 및 전자주입층중 적어도
하나의 유기막을 구비한다.

  제1실시예에서는 테이퍼 완화막(480)의 형성전에는 콘택홀은 75° 의 테이퍼각(θ41)을 갖으며, 비어홀은 85°의 테이퍼
각(θ42)을 갖는다. 테이퍼완화막(480)의 형성후에는 기판표면에 대해 테이퍼각이 완화되어 콘택홀의 테이퍼각(θ43)과
비어홀의 테이퍼각(θ44)은 60°이하의 테이퍼각을 갖으며, 애노드전극은 에지부분에서 40° 이하의 테이퍼각을 갖는다. 또
한, 콘택홀 및 비어홀부근 및 배선(447)부근에도 테이퍼완화막의 형성에 따라 테이퍼각(θ46)을 완화시켜 줄 수 있다.

  한편, 테이퍼완화막(480)의 증착두께는 테이퍼완화막의 테이퍼각, 그하부의 콘택홀 및 비어홀의 깊이 및 테이퍼각도 그
리고 화소전극의 두께 및 화소전극의 에지에서의 테이퍼각에 따라 결정된다. 다시 말하면, 비어홀 또는 콘택홀의 테이퍼각
이 60° 이하가 되도록 테이퍼 완화막을 증착하는 경우에는 도 4a 및 식(4) - (6)으로부터, 콘택홀이 형성되는 절연막, 예를
들면 층간 절연막과 게이트 절연막의 두께와 콘택홀의 테이퍼각에 따라 테이퍼완화막의 증착두께가 결정되며, 또한 비어
홀이 형성되는 절연막, 예를 들어 패시베이션막의 두께와 비어홀의 테이퍼각에 따라 테이퍼완화막의 증착두께가 결정된
다. 한편, 화소전극의 에지부분에서 테이퍼각이 40°이하로 되도록 테이퍼완화막을 증착하는 경우에는, 도 4a 및 식(4) -
(6)으로부터, 화소전극의 두께 및 화소전극의 에지부분에서의 테이퍼각에 따라 테이퍼완화막의 증착두께가 결정된다.

  도 7a 는 제1실시예에 따른 유기전계 발광표시장치에 있어서, 비어홀부근의 SEM사진이다. 도 7a를 참조하면, 테이퍼완
화막이 단차를 갖는 절연막상부의 애노드전극상에 형성되는 부분의 두께(d72)보다 비어홀내의 애노드전극상에 형성되는
부분의 두께(d73)이 더 두껍게 증착되어, 비어홀에서의 테이퍼각이 50°로 완화되었음을 보여준다. 도 7b는 제1실시예의
유기전계 발광표시장치 구동시 발광영역에서의 에지불량여부를 보여주는 현미경사진이다. 도 7b를 참조하면, 테이퍼완화
막에 의해 기판표면이 평탄화되어 픽셀의 에지부분에서의 테이퍼각이 감소된 경우, 발광영역의 에지부분에서 불량이 발생
되지 않았음을 보여준다. 도 7c는 도 1a 및 도 1b와 같은 구조를 갖는 유기전계 발광표시장치를 구동시켰을 때, 발광영역
의 에지부분에서의 불량여부를 보여주는 현미경사진이다. 도 7c를 참조하면, 테이퍼완화막을 사용하지 않은 경우 발광영
역의 에지부분에서 많은 암점이 발생되었음을 보여준다. 이때, 도면부호 71은 비어홀부근에서 발생된 암점을 나타내고,
72는 콘택홀부근에서 발생된 암점을 나타낸다.

  도 8은 본 발명의 제2실시예에 따른 배면발광형 유기전계 발광표시장치의 단면도를 도시한 것이다. 도 8을 참조하면, 절
연기판(500)상에 버퍼층(505)이 형성되고, 버퍼층(505)상에 소오스/드레인 영역(511, 515)을 구비하는 반도체층(510)이
형성된다. 게이트 절연막(520)상에 게이트(525)가 형성되며, 층간 절연막(530)상에 콘택홀(531, 535)을 통해 소오스/드
레인 전극(541, 545)이 형성된다. 이때, 층간 절연막(530)상에 소오스/드레인 전극(541, 545)이 형성될 때 데이터라인
(547)도 동시에 형성된다.

  패시베이션막(550)상에 비어홀(555)을 통해 상기 소오스/드레인 전극(541, 545)중 하나, 예를 들어 드레인전극(545)에
연결되는 하부전극인 애노드전극(570)이 형성된다. 기판전면에 화소분리막(565)을 5000Å의 두께로 증착한 다음, 60°의
테이퍼각도를 갖도록 식각하여 개구부(575)를 형성한다. 화소분리막(565)형성한 다음, 습식코팅가능한 정공수송능력을
갖는 유기막으로 PEDOT을 기판상에 증착하여 테이퍼완화막(580)을 형성한다. 이때, 상기 테이퍼 완화막(580)은 개구부
(575)의 테이퍼각(θ51)이 40°이하로 되도록 형성되는 것이 바람직하며, 상기 테이퍼완화막(580)의 증착두께는 테이퍼완
화막의 테이퍼각과 화소분리막(585)의 두께 및 개구부(575)의 테이퍼각도에 따라 결정된다.

  테이퍼완화막(580)상에 도 7b의 제1실시예에서와 같은 방법으로 유기박막층(585)을 증착하고, 유기박막층(585)상에
캐소드전극(590)으로 LiF/Al을 저항가열법에 의해 증착하며, 도면상에는 도시되지 않았으나, 봉지기판으로 봉지하여 제2
실시예에 따른 유기전계 발광표시장치를 제조한다.

  도 9a는 제2실시예에 따른 유기전계 발광표시장치에 있어서, 발광영역부근의 SEM 사진을 각각 도시한 것이다. 도 9a를
참조하면, 테이퍼완화막의 형성에 따라 개구부의 에지부분에서의 테이퍼각이 화소분리막의 테이퍼각보다 40°로 완화되었
음을 보여준다. 도 9b는 제2실시예에 따른 테이퍼완화막이 적용된 유기전계 발광표시장치를 구동시켰을 때, 발광영역의
에지부분의 현미경사진이다. 도 9b를 참조하면, 화소분리막상에 테이퍼완화막을 형성함으로써, 발광영역의 에지부분에서
의 암점과 같은 불량이 발생되지 않음을 보여준다. 도 9c는 종래의 테이퍼완화막이 적용된, 화소분리막을 구비한 유기전계
발광표시장치를 구동시켰을 때, 발광영역의 에지부분의 현미경사진이다. 도 9c를 참조하면, 화소분리막을 적용하는 경우
에도 개구부의 에지부분에서 테이퍼각이 큰 경우 암점이 발생되었음을 보여준다.

  도 10은 본 발명의 제3실시예에 따른 전면발광구조를 갖는 유기전계 발광표시장치의 단면도를 도시한 것이다. 도 10을
참조하면, 절연기판(600)상에 버퍼층(605)이 형성되고, 버퍼층(605)상에 소오스/드레인 영역(611, 615)을 구비하는 반도
체층(610)이 형성된다. 게이트 절연막(620)상에 게이트(625)가 형성되며, 층간 절연막(630)상에 콘택홀(631, 635)을 통
해 소오스/드레인 전극(641, 645)이 형성된다. 이때, 층간 절연막(630)상에 소오스/드레인 전극(641, 645)이 형성될 때
데이터라인 또는 전원공급라인과 같은 배선(647)이 동시에 형성된다.

  패시베이션막(650)상에 평탄화막(660)이 형성되고, 평탄화막(660)상에 비어홀(655)을 통해 상기 소오스/드레인 전극
(641, 645)중 하나, 예를 들어 드레인전극(645)에 연결되는 하부전극인 애노드전극(670)이 형성된다. 기판상에 습식코팅
가능한 정공수송능력을 갖는 유기막으로 PEDOT을 증착하여 테이퍼완화막(680)을 형성한다. 이때, 상기 테이퍼완화막
(680)은 상기 비어홀에서의 테이퍼각이 60°이하로 되도록 형성되는 것이 바람직하며, 상기 테이퍼완화막(680)의 증착두
께는 테이퍼완화막의 테이퍼각, 상기 평탄화막(660)의 두께와 비어홀의 테이퍼각에 따라 결정된다.
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  테이퍼완화막(680)상에 제1실시예에서와 마찬가지 방법으로 유기박막층(685) 및 상부전극인 캐소드전극(690)이 형성
되고, 봉지기판(도면상에 도시되지 않음)으로 봉지하여 제3실시예에 따른 유기전계 발광표시장치를 제조한다.

  도 11은 본 발명의 제4실시예에 따른 전면발광구조를 갖는 유기전계 발광표시장치의 단면도를 도시한 것이다. 도 11를
참조하면, 절연기판(700)상에 버퍼층(705)이 형성되고, 버퍼층(705)상에 소오스/드레인 영역(711, 715)을 구비하는 반도
체층(710)이 형성된다. 게이트 절연막(720)상에 게이트(725)가 형성되며, 층간 절연막(730)상에 콘택홀(731, 735)을 통
해 소오스/드레인 전극(741, 745)이 형성된다. 이때, 층간 절연막(730)상에 소오스/드레인 전극(741, 745)이 형성될 때
데이터라인 또는 전원공급라인과 같은 배선(747)이 동시에 형성된다.

  패시베이션막(750)상에 평탄화막(760)이 형성되고, 평탄화막(760)상에 비어홀(755)을 통해 상기 소오스/드레인 전극
(741, 745)중 하나, 예를 들어 드레인전극(745)에 연결되는 하부전극인 애노드전극(770)이 형성된다. 상기 애노드전극
(770)의 일부분을 노출시키는 개구부(775)를 구비한 화소분리막(765)이 형성된다. 기판상에 습식코팅가능한 정공수송능
력을 갖는 유기막으로 PEDOT을 증착하여 테이퍼완화막(780)을 형성한다. 이때, 테이퍼완화막(780)은 개구부(775)에서
의 테이퍼각이 40°이하로 되도록 증착되는 것이 바람직하며, 테이퍼완화막(780)의 증착두께는 테이퍼완화막의 테이퍼각,
화소분리막의 두께와 화소분리막의 테이퍼각에 따라 결정된다. 테이퍼완화막(780)상에 제1실시예에서와 같은 방법으로
유기박막층(785) 및 상부전극인 캐소드전극(790)이 형성되고, 봉지기판(도면상에 도시되지 않음)으로 봉지하여 제4실시
예에 따른 유기전계 발광표시장치를 제조한다.

  도 12는 본 발명의 제5실시예에 따른 배면발광구조를 갖는 유기전계 발광표시장치의 단면도를 도시한 것이다. 도 12를
참조하면, 절연기판(800)상에 버퍼층(805)이 형성되고, 버퍼층(805)상에 소오스/드레인 영역(811, 815)을 구비하는 반도
체층(810)이 형성된다. 게이트 절연막(820)상에 게이트(825)가 형성되며, 층간 절연막(830)상에 콘택홀(831, 835)을 통
해 소오스/드레인 전극(841, 845)이 형성된다. 이때, 층간 절연막(830)상에 소오스/드레인 전극(841, 845)중 하나, 예를
들어 드레인전극(845)에 연결되는 애노드전극(870)이 형성된다.

  기판상에 상기 애노드전극(870)의 일부분을 노출시키는 개구부(875)를 노출시키는 패시베이션막(850)이 형성되고, 개
구부(875) 및 패시베이션막(850)상에 습식코팅가능한 도전성 유기막, 예를 들어 PEDOT 으로 된 테이퍼완화막(880)이
형성된다. 상기 테이퍼완화막(880)은 상기 개구부에서 테이퍼각이 40°이하로 되도록 증착되는 것이 바람직하며, 테이퍼
완화막(880)의 두께는 상기 테이퍼완화막(880)의 테이퍼각, 상기 패시베이션막(850)의 두께와 개구부의 테이퍼각에 따라
결정된다. 테이퍼완화막(780)상에 제1실시예에서와 같은 방법으로 유기박막층(885) 및 상부전극인 캐소드전극(890)이
형성되고, 봉지기판(도면상에 도시되지 않음)으로 봉지하여 제5실시예에 따른 유기전계 발광표시장치를 제조한다.

  본 발명의 실시예에서는 유기박막층이 정공주입층, 정공수송층, R, G, 또는 B 유기 발광층 및 전자수송층으로 구성되는
것을 예시하였으나, 정공주입층, 정공수송층, R, G, 또는 B 유기 발광층, 정공억제층, 전자수송층 및 전자주입층중 적어도
하나이상의 유기박막으로 구성된다.

  본 발명의 실시예에서는 애노드전극상에 유기발광층이 증착되는 배면발광구조 및 전면발광구조를 갖는 유기전계 발광표
시장치에서 상기 테이퍼완화막으로 정공수송능력을 갖는 유기막을 사용하는 것을 예시하였으나, 캐소드전극상에 유기발
광층이 증착되는 인버터드구조를 갖는 유기전계 발광표시장치에서 상기 테이퍼완화막으로 전자수송능력을 갖는 유기막을
적용하는 것도 가능하다.

  또한, 본 발명의 실시예에서는 테이퍼완화막이 애노드전극과 유기박막층사이에 형성되는 것을 예시하였으나, 전면 및 배
면발광구조에서는 애노드전극과 유기박막층의 발광층사이에 존재하는 박막층중 임의 층상에 형성하는 것이 가능하고, 인
터티드구조에서는 캐소드전극과 유기박막층의 발광층사이에 존재하는 박막층중 임의 층상에 형성하는 것이 가능하다.

  또한, 본 발명의 테이퍼완화막을 적용하여 기판표면의 테이퍼각을 완화시켜 주는 방법은 증착법, 잉크젯방식 또는 레이
저 열전사법 등과 같은 다양한 방법을 이용하여 유기발광층을 형성하는 유기전계 발광표시장치에 모두 적용가능하다.

발명의 효과

  이상에서 상세하게 설명한 바와같은 본 발명에 따르면, 하부전극과 유기발광층사이에 테이퍼각을 완화시켜 줄 수 있는
유기박막을 형성하여 줌으로써, 콘택홀 및 비어홀부근과 하부전극의 단차진 부분에서의 불량 및 유기발광층의 불량을 방
지할 수 있으므로, 신뢰성 및 수율을 향상시킬 수 있다.

  상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구
의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있
음을 이해할 수 있을 것이다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

  절연기판과;

  상기 절연기판상에 형성되고, 상기 기판의 표면에 대하여 제1단차 및 제1테이퍼각을 갖는 하부 박막과;

  상기 절연기판상에 형성되고, 상기 하부막의 테이퍼각을 완화시켜 주기위한 상부 박막을 구비하며,
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  상기 상부 박막은 상기 하부 박막의 제1테이퍼각보다 작은 제2테이퍼각을 갖는 것을 특징으로 하는 평판표시장치.

청구항 2.

  제1항에 있어서, 상기 상부박막은 단차진 부분에서 그이외부분보다 얇게 증착되어 기판표면의 단차를 완화시켜 주는 것
을 특징으로 하는 평판표시장치.

청구항 3.

  제1항에 있어서, 상기 상부 박막은 습식코팅가능한 전하수송능력을 갖는 도전성 박막으로 이루어지는 것을 특징으로 하
는 평판표시장치.

청구항 4.

  제3항에 있어서, 상기 상부박막은 고분자 유기막과 저분자 유기막으로부터 선택되는 적어도 하나의 박막으로 이루어지
는 것을 특징으로 하는 평판표시장치.

청구항 5.

  제4항에 있어서, 상기 상부박막의 저분자 유기막은 카바졸계, 아릴아민계, 히드라존계, 스틸벤계, 스타버스트계, 옥사디
아졸계, 스타버스트계 유도체로부터 선택되고, 고분자 유기막은 PEDOT, PANI, 카바졸계, 아릴아민계, 페릴렌계, 피롤계,
옥사디아졸계 유도체로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 평판표시장치.

청구항 6.

  제1항에 있어서, 상기 하부박막은 상기 기판의 일부분을 노출시키는 홀을 더 구비하며, 상기 제1테이퍼각은 기판표면에
대하여 상기 홀의 측면이 이루는 각도이며, 상기 제2테이퍼각은 상기 홀에서 기판표면에 대하여 상기 상부박막이 이루는
각도인 것을 특징으로 하는 평판표시장치.

청구항 7.

  제6항에 있어서, 소오스/드레인 영역 및 소오스/드레인 전극 및 상기 소오스/드레인전극을 상기 소오스/드레인영역과 연
결시켜 주기위한 콘택홀을 갖는 절연막을 구비하는 박막 트랜지스터를 더 포함하며,

  상기 하부 박막은 상기 박막 트랜지스터의 절연막이고, 상기 홀은 상기 소오스/드레인 전극과 상기 소오스/드레인영역을
연결시켜 주기위한 상기 콘택홀인 것을 특징으로 하는 평판표시장치.

청구항 8.

  제6항에 있어서, 적어도 소오스/드레인전극을 구비하는 박막 트랜지스터와; 상기 소오스/드레인 전극중 하나를 노출시키
는 비어홀과; 상기 비어홀을 통해 상기 노출된 하나의 전극에 연결되는 화소전극을 더 포함하며,

  상기 하부박막은 상기 절연막이고, 상기 홀은 상기 노출된 하나의 전극과 화소전극을 연결시켜 주기위한 상기 비어홀인
것을 특징으로 하는 평판표시장치.

청구항 9.

  제6항에 있어서, 상기 제2테이퍼각은 60°이하인 것을 특징으로 하는 평판표시장치.

청구항 10.
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  제1항에 있어서, 상기 하부박막은 상기 기판의 일부분을 노출시키는 개구부를 더 구비하며, 상기 제1테이퍼각은 기판표
면에 대하여 상기 개구부의 측면이 이루는 각도이며, 상기 제2테이퍼각은 상기 개구부에서 기판표면에 대하여 상기 상부
박막이 이루는 각도인 것을 특징으로 하는 평판표시장치.

청구항 11.

  제10항에 있어서, 상기 제2테이퍼각은 40°이하인 것을 특징으로 하는 평판표시장치.

청구항 12.

  제10항에 있어서, 하부전극, 상기 하부전극의 일부분을 노출시키는 화소분리막, 유기박막층 및 상부전극을 더 포함하며.

  상기 하부박막은 화소분리막이고, 상기 개구부는 상기 하부전극의 일부분을 노출시켜주는 것을 특징으로 하는 평판표시
장치.

청구항 13.

  제12항에 있어서, 상기 상부박막은 습식코팅가능한 전하수송능력을 갖는 도전성 박막으로 이루어지는 것을 특징으로 하
는 평판표시장치.

청구항 14.

  제13항에 있어서, 상기 상부박막은 고분자 유기막과 저분자 유기막으로부터 선택되는 적어도 하나의 박막으로 이루어지
는 것을 특징으로 하는 평판표시장치.

청구항 15.

  제14항에 있어서, 상기 상부박막의 저분자 유기막은 카바졸계, 아릴아민계, 히드라존계, 스틸벤계, 스타버스트계, 옥사디
아졸계, 스타버스트계 유도체로부터 선택되고, 고분자 유기막은 PEDOT, PANI, 카바졸계, 아릴아민계, 페릴렌계, 피롤계,
옥사디아졸계 유도체로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 평판표시장치.

청구항 16.

  제12항에 있어서, 상기 유기박막층은 정공주입층, 정공수송층, 발광층, 정공억제층, 전자수송층, 전자주입층으로부터 선
택되는 적어도 하나의 박막층을 구비하는 것을 특징으로 하는 평판표시장치.

청구항 17.

  제16항에 있어서, 상기 상부박막은 상기 하부전극과 발광층사이에 형성되는 것을 특징으로 하는 평판표시장치.

청구항 18.

  제17항에 있어서, 상기 발광층은 레이저열전사법에 의해 형성된 유기박막층, 잉크젯방식에 의해 형성된 유기박막층 및
증착법에 의해 형성된 유기박막층으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 평판표시장치.

청구항 19.

  제17항에 있어서, 상기 하부전극은 투명전극이고, 상기 상부전극은 반사전극으로서, 상기 발광층으로부터 발광된 광이
상기 절연기판방향으로 방출되는 것을 특징하는 평판표시장치.
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청구항 20.

  제17항에 있어서, 상기 하부전극은 반사전극이고, 상기 상부전극은 투명전극으로서, 발광층으로부터 발광된 광이 상기
절연기판과 반대방향으로 방출되는 것을 특징하는 평판표시장치.

청구항 21.

  제17항에 있어서, 상기 하부전극과 상부전극은 모두 투명전극으로서, 발광층으로부터 발광된 광이 상기 절연기판방향으
로 방출됨과 동시에 절연기판과 반대방향으로 방출되는 것을 특징하는 평판표시장치.

청구항 22.

  제12항에 있어서, 상기 하부전극이 애노드전극인 경우, 상기 상부박막은 정공수송능력을 갖으며, HOMO는 4.5eV이상이
고, 전하이동도는 10-8 ㎠/Vs 이상인 유기박막인 것을 특징으로 하는 평판표시장치.

청구항 23.

  제12항에 있어서, 상기 하부전극이 캐소드전극인 경우, 상기 상부박막은 전자수송능력을 갖으며, LUMO는 3.5eV이상이
고, 전하이동도는 10-8 ㎠/Vs 이상인 것을 특징으로 하는 평판표시장치.

청구항 24.

  적어도 소오스/드레인 전극을 구비하는 박막 트랜지스터를 포함하는 절연기판과;

  상기 절연기판상에 형성되고, 상기 소오스/드레인 전극중 하나를 노출시키는 비어홀을 구비한 절연막과;

  상기 절연막상에 형성되어 상기 비어홀을 통해 상기 노출된 하나의 전극에 연결되는, 하부전극, 유기박막층 및 상부전극
을 구비하는 유기 EL소자와;

  상기 하부전극상부에 형성된 테이퍼완화막을 포함하며,

  상기 비어홀에서의 상기 테이퍼완화막의 테이퍼각은 상기 비어홀의 테이퍼각보다 작은 제1테이퍼각을 갖으며,

  상기 하부전극의 에지부분에서의 상기 테이퍼완화막은 상기 하부전극의 에지부분의 테이퍼각보다 작은 제2테이퍼각을
갖는 것을 특징으로 하는 평판표시장치.

청구항 25.

  제24항에 있어서, 유기박막층은 정공주입층, 정공수송층, 발광층, 정공억제층, 전자수송층 및 전자주입층으로부터 선택
되는 하나이상의 유기막으로 이루어지고, 상기 발광층은 레이저열전사법에 의해 형성된 유기박막층, 잉크젯방식에 의해
형성된 유기박막층 및 증착법에 의해 형성된 유기박막층으로부터 선택되는 하나의 유기박막층인 것을 특징으로 하는 평판
표시장치.

청구항 26.

  제25항에 있어서, 상기 테이퍼완화막은 습식코팅가능한 전하수송능력을 갖는 도전성 유기막으로서, 상기 상부전극과 상
기 발광층사이에 형성되는 것을 특징으로 하는 평판표시장치.

청구항 27.
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  제26항에 있어서, 상기 테이퍼완화막은 카바졸계, 아릴아민계, 히드라존계, 스틸벤계, 스타버스트계, 옥사디아졸계, 스타
버스트계 유도체로부터 선택되는 저분자유기막과 PEDOT, PANI, 카바졸계, 아릴아민계, 페릴렌계, 피롤계, 옥사디아졸계
유도체로부터 선택되는 고분자유기막으로부터 선택되는 적어도 하나의 유기막으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 평판
표시장치.

청구항 28.

  제24항에 있어서, 상기 테이퍼완화막의 제1테이퍼각은 60ㅀ이하이고, 테이퍼완화막의 제2테이퍼각은 40ㅀ이하인 것을
특징으로 하는 평판표시장치.

청구항 29.

  제28항에 있어서, 절연막은 패시베이션막과 평탄화막으로부터 선택되는 적어도 하나의 막으로 이루어지고, 상기 테이퍼
완화막의 증착두께는 상기 테이퍼완화막의 제1 및 제2테이퍼각, 상기 패시베이션막과 평탄화막의 두께, 상기 비어홀의 테
이퍼각 및 애노드전극의 에지부분의 테이퍼각에 따라 결정되는 것을 특징으로 하는 평판표시장치.

청구항 30.

  제24항에 있어서, 상기 하부전극은 반사전극이고 상기 상부전극은 투명전극으로서 발광층으로부터 발광된 광이 상기 절
연기판과 반대방향으로 방출되며, 상기 하부전극이 애노드전극인 경우 상기 테이퍼완화막은 정공수송능력을 갖으며
HOMO는 4.5eV이상, 전하이동도는 10-8 ㎠/Vs 이상이고, 상기 하부전극이 캐소드전극인 경우 테이퍼 완화막은 전자수송
능력을 갖으며 LUMO는 3.5eV이상이고 전하이동도는 10-8 ㎠/Vs 이상인 것을 특징으로 하는 평판표시장치.

청구항 31.

  적어도 소오스/드레인 전극을 구비하는 박막 트랜지스터를 포함하는 절연기판과;

  상기 절연기판상에 형성되고, 상기 소오스/드레인 전극중 하나를 노출시키는 비어홀을 구비한 제1절연막과;

  상기 제1절연막상에 형성되고, 상기 비어홀을 통해 상기 노출된 하나의 전극에 연결되는 하부전극과;

  상기 하부전극의 일부분을 노출시키는 개구부를 구비한 제2절연막과;

  상기 제2절연막과 개구부상에 형성된 유기박막층과;

  상기 유기박막층상에 형성된 상부전극과;

  상기 하부전극상부에 형성된 테이퍼완화막을 포함하며,

  상기 테이퍼완화막은 상기 개구부에서의 제2절연막의 테이퍼각보다 작은 테이퍼각을 갖는 것을 특징으로 하는 평판표시
장치.

청구항 32.

  제31항에 있어서, 유기박막층은 정공주입층, 정공수송층, 발광층, 정공억제층, 전자수송층 및 전자주입층으로부터 선택
되는 하나이상의 유기막으로 이루어지고, 상기 발광층은 레이저열전사법에 의해 형성된 유기박막층, 잉크젯방식에 의해
형성된 유기박막층 및 증착법에 의해 형성된 유기박막층으로부터 선택되는 하나의 유기박막층인 것을 특징으로 하는 평판
표시장치.

청구항 33.

  제32항에 있어서, 상기 테이퍼완화막은 습식코팅가능한 전하수송능력을 갖는 도전성 유기막으로서, 상기 상부전극과 상
기 발광층사이에 형성되는 것을 특징으로 하는 평판표시장치.

공개특허 10-2005-0051058

- 14 -



청구항 34.

  제33항에 있어서, 상기 테이퍼완화막은 카바졸계, 아릴아민계, 히드라존계, 스틸벤계, 스타버스트계, 옥사디아졸계, 스타
버스트계 유도체로부터 선택되는 저분자유기막과 PEDOT, PANI, 카바졸계, 아릴아민계, 페릴렌계, 피롤계, 옥사디아졸계
유도체로부터 선택되는 고분자유기막으로부터 선택되는 적어도 하나의 유기막으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 평판
표시장치.

청구항 35.

  제31항에 있어서, 상기 테이퍼완화막의 테이퍼각은 40ㅀ이하인 것을 특징으로 하는 평판표시장치.

청구항 36.

  제31항에 있어서, 제1절연막은 패시베이션막과 평탄화막으로부터 선택되는 적어도 하나의 막으로 이루어지고, 제2절연
막은 화소분리막으로 이루어지며, 상기 테이퍼완화막의 증착두께는 상기 테이퍼완화막의 테이퍼각, 상기 화소분리막의 두
께와 테이퍼각에 따라 결정되는 것을 특징으로 하는 평판표시장치.

청구항 37.

  제31항에 있어서, 상기 하부전극은 반사전극이고 상기 상부전극은 투명전극으로서 발광층으로부터 발광된 광이 상기 절
연기판과 반대방향으로 방출되며, 상기 하부전극이 애노드전극인 경우 상기 테이퍼완화막은 정공수송능력을 갖으며
HOMO는 4.5eV이상, 전하이동도는 10-8 ㎠/Vs 이상이고, 상기 하부전극이 캐소드전극인 경우 테이퍼 완화막은 전자수송
능력을 갖으며 LUMO는 3.5eV이상이고 전하이동도는 10-8 ㎠/Vs 이상인 것을 특징으로 하는 평판표시장치.

청구항 38.

  소오스/드레인영역을 구비한 반도체층, 상기 소오스/드레인영역의 일부분을 노출시키는 콘택홀을 구비한 제1절연막, 상
기 콘택홀을 통해 상기 소오스/드레인영역에 연결되는 소오스/드레인전극을 구비하는 박막 트랜지스터를 포함하는 절연
기판과;

  상기 절연기판상에 형성되고, 상기 소오스/드레인 전극중 하나를 노출시키는 비어홀을 구비한 제2절연막과;

  상기 제2절연막상에 형성되어 상기 비어홀을 통해 상기 박막 트랜지스터의 하나의 전극에 연결되는, 하부전극, 유기박막
층 및 상부전극을 구비하는 EL소자와;

  상기 하부전극상부에 형성된 테이퍼완화막을 포함하며,

  상기 콘택홀에서의 상기 테이퍼완화막의 테이퍼각은 콘택홀의 테이퍼각보다 작은 제1테이퍼각을 갖으며,

  상기 비어홀에서의 상기 테이퍼완화막의 테이퍼각은 비어홀의 테이퍼각보다 작은 제2테이퍼각을 갖으며,

  상기 하부전극의 에지부분에서의 상기 테이퍼완화막의 테이퍼각은 상기 하부전극의 에지부분의 테이퍼각보다 작은 제3
테이퍼각을 갖는 것을 특징으로 하는 평판표시장치.

청구항 39.

  제38항에 있어서, 유기박막층은 정공주입층, 정공수송층, 발광층, 정공억제층, 전자수송층 및 전자주입층으로부터 선택
되는 하나이상의 유기막으로 이루어지고, 상기 발광층은 레이저열전사법에 의해 형성된 유기박막층, 잉크젯방식에 의해
형성된 유기박막층 및 증착법에 의해 증착된 유기박막층으로부터 선택되는 하나의 유기박막층인 것을 특징으로 하는 평판
표시장치.

청구항 40.

  제39항에 있어서, 상기 테이퍼완화막은 습식코팅가능한 전하수송능력을 갖는 도전성 유기막으로서, 상기 상부전극과 상
기 발광층사이에 형성되는 것을 특징으로 하는 평판표시장치.
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청구항 41.

  제40항에 있어서, 상기 테이퍼완화막은 카바졸계, 아릴아민계, 히드라존계, 스틸벤계, 스타버스트계, 옥사디아졸계, 스타
버스트계 유도체로부터 선택되는 저분자유기막과 PEDOT, PANI, 카바졸계, 아릴아민계, 페릴렌계, 피롤계, 옥사디아졸계
유도체로부터 선택되는 고분자유기막으로부터 선택되는 적어도 하나의 유기막으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 평판
표시장치.

청구항 42.

  제38항에 있어서, 상기 테이퍼완화막의 제1테이퍼각은 60ㅀ이하이고, 제2테이퍼각은 60°이하이며, 제3테이퍼각은 40°
이하인 것을 특징으로 하는 평판표시장치.

청구항 43.

  제38항에 있어서, 절연막은 패시베이션막과 평탄화막으로부터 선택되는 적어도 하나의 막으로 이루어지고, 상기 테이퍼
완화막의 증착두께는 상기 테이퍼완화막의 제1 내지 제3테이퍼각, 상기 절연막의 두께와 비어홀 및 콘택홀의 테이퍼각 그
리고 애노드전극의 두께 및 애노드전극의 에지부분에서의 테이퍼각에 따라 결정되는 것을 특징으로 하는 평판표시장치.

청구항 44.

  제38항에 있어서, 상기 하부전극은 투명전극이고 상기 상부전극은 반사전극으로서 발광층으로부터 발광된 광이 상기 절
연기판방향으로 방출되며, 상기 하부전극이 애노드전극인 경우 상기 테이퍼완화막은 정공수송능력을 갖으며 HOMO는
4.5eV이상, 전하이동도는 10-8 ㎠/Vs 이상이고, 상기 하부전극이 캐소드전극인 경우 테이퍼 완화막은 전자수송능력을 갖
으며 LUMO는 3.5eV이상이고 전하이동도는 10-8 ㎠/Vs 이상인 것을 특징으로 하는 평판표시장치.

청구항 45.

  소오스/드레인영역을 구비한 반도체층, 상기 소오스/드레인영역의 일부분을 노출시키는 콘택홀을 구비한 제1절연막, 상
기 콘택홀을 통해 상기 소오스/드레인영역에 연결되는 소오스/드레인전극을 구비하는 박막 트랜지스터를 포함하는 절연
기판과;

  상기 절연기판상에 형성되어 상기 소오스/드레인전극중 하나를 노출시키는 비어홀을 구비한 제2절연막과;

  제2절연막상에 형성되고, 상기 소오스/드레인 전극중 노출된 하나의 전극에 연결되는 하부전극과;

  상기 하부전극의 일부분을 노출시키는 개구부를 구비한 제3절연막과;

  상기 제3절연막과 개구부상에 형성된 유기박막층과;

  상기 유기박막층상에 형성된 상부전극과;

  상기 하부전극상부에 형성된 테이퍼완화막을 포함하며,

  상기 개구부에서의 상기 테이퍼완화막의 테이퍼각은 상기 개구부의 테이퍼각보다 작은 것을 특징으로 하는 평판표시장
치.

청구항 46.

  제45항에 있어서, 유기박막층은 정공주입층, 정공수송층, 발광층, 정공억제층, 전자수송층 및 전자주입층으로부터 선택
되는 하나이상의 유기막으로 이루어지고, 상기 발광층은 레이저열전사법에 의해 형성된 유기박막층, 잉크젯방식에 의해
형성된 유기박막층 및 증착법에 의해 형성된 유기박막층으로부터 선택되는 하나의 유기박막층인 것을 특징으로 하는 평판
표시장치.

청구항 47.
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  제46항에 있어서, 상기 테이퍼완화막은 습식코팅가능한 전하수송능력을 갖는 도전성 유기막으로서, 상기 상부전극과 상
기 발광층사이에 형성되는 것을 특징으로 하는 평판표시장치.

청구항 48.

  제47항에 있어서, 상기 테이퍼완화막은 카바졸계, 아릴아민계, 히드라존계, 스틸벤계, 스타버스트계, 옥사디아졸계, 스타
버스트계 유도체로부터 선택되는 저분자유기막과 PEDOT, PANI, 카바졸계, 아릴아민계, 페릴렌계, 피롤계, 옥사디아졸계
유도체로부터 선택되는 고분자유기막으로부터 선택되는 적어도 하나의 유기막으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 평판
표시장치.

청구항 49.

  제45항에 있어서, 상기 테이퍼완화막의 테이퍼각은 40ㅀ이하인 것을 특징으로 하는 평판표시장치.

청구항 50.

  제45항에 있어서, 제1절연막은 층간 절연막이며, 제2절연막은 패시베이션막과 평탄화막으로부터 선택되는 적어도 하나
의 막으로 이루어지고, 제3절연막은 화소분리막으로 이루어지며, 상기 테이퍼완화막의 증착두께는 상기 테이퍼완화막의
테이퍼각, 상기 화소분리막의 두께와 테이퍼각에 따라 결정되는 것을 특징으로 하는 평판표시장치.

청구항 51.

  제45항에 있어서, 상기 하부전극은 투명전극이고 상기 상부전극은 반사전극으로서 발광층으로부터 발광된 광이 상기 절
연기판방향으로 방출되며, 상기 하부전극이 애노드전극인 경우 상기 테이퍼완화막은 정공수송능력을 갖으며 HOMO는
4.5eV이상, 전하이동도는 10-8 ㎠/Vs 이상이고, 상기 하부전극이 캐소드전극인 경우 테이퍼 완화막은 전자수송능력을 갖
으며 LUMO는 3.5eV이상이고 전하이동도는 10-8 ㎠/Vs 이상인 것을 특징으로 하는 평판표시장치.

청구항 52.

  소오스/드레인영역을 구비한 반도체층, 상기 소오스/드레인영역의 일부분을 노출시키는 콘택홀을 구비한 제1절연막, 상
기 콘택홀을 통해 상기 소오스/드레인영역에 연결되는 소오스/드레인전극을 구비하는 박막 트랜지스터를 포함하는 절연
기판과;

  상기 소오스/드레인 전극과 동일하게 제1절연막상에 형성되고, 상기 소오스/드레인전극중 하나에 연결되는 하부전극과;

  상기 하부전극의 일부분을 노출시키는 개구부를 구비하는 제2절연막과;

  상기 제2절연막과 개구부상에 형성된 유기박막층과;

  상기 유기박막층상에 형성된 상부전극과;

  상기 하부전극상부에 형성된 테이퍼완화막을 포함하며,

  상기 콘택홀에서의 상기 테이퍼완화막의 테이퍼각은 콘택홀의 테이퍼각보다 작은 제1테이퍼각을 갖으며, 상기 개구부에
서의 상기 테이퍼완화막은 상기 개구부의 테이퍼각보다 작은 제2테이퍼각을 갖는 것을 특징으로 하는 평판표시장치.

청구항 53.

  제52항에 있어서, 유기박막층은 정공주입층, 정공수송층, 발광층, 정공억제층, 전자수송층 및 전자주입층으로부터 선택
되는 하나이상의 유기막으로 이루어지고, 상기 발광층은 레이저열전사법에 의해 형성된 유기박막층, 잉크젯방식에 의해
형성된 유기박막층 및 증착법에 의해 형성된 유기박막층으로부터 선택되는 하나의 유기박막층인 것을 특징으로 하는 평판
표시장치.

청구항 54.
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  제53항에 있어서, 상기 테이퍼완화막은 습식코팅가능한 전하수송능력을 갖는 도전성 유기막으로서, 상기 상부전극과 상
기 발광층사이에 형성되는 것을 특징으로 하는 평판표시장치.

청구항 55.

  제54항에 있어서, 상기 테이퍼완화막은 카바졸계, 아릴아민계, 히드라존계, 스틸벤계, 스타버스트계, 옥사디아졸계, 스타
버스트계 유도체로부터 선택되는 저분자유기막과 PEDOT, PANI, 카바졸계, 아릴아민계, 페릴렌계, 피롤계, 옥사디아졸계
유도체로부터 선택되는 고분자유기막으로부터 선택되는 적어도 하나의 유기막으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 평판
표시장치.

청구항 56.

  제52항에 있어서, 상기 테이퍼완화막의 제1테이퍼각은 60°이고, 제2테이퍼각은 40ㅀ이하인 것을 특징으로 하는 평판표
시장치.

청구항 57.

  제52항에 있어서, 제1절연막은 층간 절연막이며, 제2절연막은 패시베이션막이고, 상기 테이퍼완화막의 증착두께는 상기
테이퍼완화막의 제1 및 제2테이퍼각, 상기 층간절연막과 패시베이션막의 두께와 콘택홀 및 개구부의 테이퍼각에 따라 결
정되는 것을 특징으로 하는 평판표시장치.

청구항 58.

  제52항에 있어서, 상기 하부전극은 투명전극이고 상기 상부전극은 반사전극으로서 발광층으로부터 발광된 광이 상기 절
연기판방향으로 방출되며, 상기 하부전극이 애노드전극인 경우 상기 테이퍼완화막은 정공수송능력을 갖으며 HOMO는
4.5eV이상, 전하이동도는 10-8 ㎠/Vs 이상이고, 상기 하부전극이 캐소드전극인 경우 테이퍼 완화막은 전자수송능력을 갖
으며 LUMO는 3.5eV이상이고 전하이동도는 10-8 ㎠/Vs 이상인 것을 특징으로 하는 평판표시장치.

청구항 59.

  절연기판과;

  상기 절연기판상에 형성되고, 상기 기판의 표면에 대하여 제1단차 및 제1테이퍼각을 갖는 하부 박막과;

  상기 절연기판상에 형성되고, 상기 기판의 표면에 대하여 제2테이퍼각을 갖는 상기 하부박막의 제1테이퍼각을 완화시켜
주기위한 상부박막을 포함하며,

  상기 하부박막의 제1테이퍼각보다 작은 원하는 제2테이퍼각을 얻기 위한 상기 상부박막의 증착두께중 상기 하부박막의
단차진 부분에 형성되는 부분의 증착두께 d1 과 그이외 부분에 형성되는 부분의 증착두께 d2 및 상기 상부박막의 테이퍼
각 θ2 는 하기의 식으로부터 구해지는 것을 특징으로 하는 평판표시장치.

  tanθ2 = (1 - d2/(d1-d0)) tanθ1

  d1 = (d1-d0) (1 - tanθ2/tanθ1)

  d2 = d1 (1 - tanθ2/tanθ1)

  여기서, θ1 은 하부박막의 제1테이퍼각이고, d1은 상부박막의 제2테이퍼각이 0°가 될 때의 상부박막의 증착두께이다.

청구항 60.

  제59항에 있어서, 소오스/드레인 영역 및 소오스/드레인 전극 및 상기 소오스/드레인전극을 상기 소오스/드레인영역과
연결시켜 주기위한 콘택홀을 갖는 절연막을 구비하는 박막 트랜지스터를 더 포함하며,
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  상기 하부 박막은 상기 박막 트랜지스터의 절연막이고, 상기 홀은 상기 소오스/드레인 전극과 상기 소오스/드레인영역을
연결시켜 주기위한 상기 콘택홀이며,

  상기 테이퍼완화막의 증착두께는 테이퍼완화막의 테이퍼각, 콘택홀의 깊이 및 콘택홀의 테이퍼각에 따라 상기 식으로부
터 구해지는 것을 특징으로 하는 평판표시장치.

청구항 61.

  제59항에 있어서, 적어도 소오스/드레인전극을 구비하는 박막 트랜지스터와; 상기 소오스/드레인 전극중 하나를 노출시
키는 비어홀과; 상기 비어홀을 통해 상기 노출된 하나의 전극에 연결되는 화소전극을 더 포함하며,

  상기 하부박막은 상기 절연막이고, 상기 홀은 상기 노출된 하나의 전극과 화소전극을 연결시켜 주기위한 상기 비어홀이
며,

  상기 테이퍼완화막의 증착두께는 테이퍼완화막의 테이퍼각, 비어홀의 깊이 및 비어홀의 테이퍼각에 따라 상기 식으로부
터 구해지는 것을 특징으로 하는 평판표시장치.

청구항 62.

  제59항에 있어서, 하부전극, 상기 하부전극의 일부분을 노출시키는 화소분리막, 유기박막층 및 상부전극을 더 포함하며.

  상기 하부박막은 화소분리막이고, 상기 개구부는 상기 하부전극의 일부분을 노출시켜주는 개구부이며,

  상기 테이퍼완화막의 증착두께는 테이퍼완화막의 테이퍼각, 화소분리막의 두께 및 개구부의 테이퍼각에 따라 상기 식으
로부터 구해지는 것을 특징으로 하는 평판표시장치.

청구항 63.

  제59항에 있어서, 상기 상부박막은 습식코팅가능한 전하수송능력을 갖는 도전성 유기박막으로서, 카바졸계, 아릴아민계,
히드라존계, 스틸벤계, 스타버스트계, 옥사디아졸계, 스타버스트계 유도체로부터 선택되는 저분자 유기막과 PEDOT,
PANI, 카바졸계, 아릴아민계, 페릴렌계, 피롤계, 옥사디아졸계 유도체로부터 선택되는 고분자 유기막으로부터 선택되는
것을 특징으로 하는 평판표시장치.
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